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1. はじめに 

YBa2Cu3Oy (YBCO)は超伝導特性が磁場中で

低下するという欠点があり、この問題を解決

するため超伝導体内に意図的に人工ピンニン

グセンターを導入することで量子化磁束の運

動を抑えることで超伝導特性の低下を抑制す

ることができる。BHO(BaHfO3)を YBCO に添

加して成膜した場合、基板温度が低い場合、

ナノロッドのサイズが小さくなり、多量のナ

ノロッドが形成されるが途中でナノロッドが

傾く。一方、基板温度が高温の場合、ナノロ

ッドのサイズが大きくなり量が少なくなる

が、まっすぐ成長する。 

上記のナノロッドの性質を利用して、本研

究では細くて真っ直ぐなナノロッドを YBCO

膜中に成長させることを目的とした。そこ

で、最初に低い基板温度で多くのナノロッド

を生成し、次に高い基板温度でまっすぐなナ

ノロッドを最初にできたナノロッドの上に成

長させる検討を行った。 

 

2. 実験方法 

BHO を 3vol.% 添加した YBCO のターゲッ

トをパルスレーザー蒸着法を用いて、まず、

SrTiO3 (STO)基板上に成膜時間 5 分、基板温度 

Ts = 1000℃ で seed 層を成膜し、seed 層の上

に upper 層を成膜時間 30 分、基板温度を

1000℃, 1100℃として成膜した。試料の抵抗率

と臨界電流密度(Jc)の測定は直流四端子法によ

って測定した。 

 

3. 実験結果 

upper 層の基板温度が 1000℃と 1100℃の場

合、どちらとも約 79 K で超伝導転移した。

Fig.1、Fig.2 に磁場中 Jcを示す。この結果から

は upper 層の基板温度が 1000℃の薄膜が Jc 特

性が高かった。一方、1100℃の薄膜はゼロ磁場

での Jc が低いことから、成膜条件や酸素アニ

ール条件の最適化が必要である。ポスターでは

条件を最適化した結果とともに、upper 層温度

が超伝導特性に与える影響について報告する。 
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Fig. 1 Magnetic field dependence of Jc in a sample 
deposited at upper 1000ºC/seed 1000ºC. 

Fig. 2 Magnetic field dependence of Jc in a sample 
deposited at upper 1100ºC/seed 1000ºC. 
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